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摘要(译)

本发明公开了一种反射和半透半反液晶显示装置及其制造方法，其可以通过去除反射装置中的凹陷部分而不在存储电容器中形成电
容器接触孔来提高光效率。反射型液晶显示装置包括：多条栅极线和在第一基板上交叉的数据线，栅极线和数据线限定像素区域;薄
膜晶体管形成在栅极线和数据线的交叉处，薄膜晶体管包括栅电极，半导体层，源电极和漏电极;存储电容器的电容器下电极形成在
与栅极线相同的平面上;电容器上电极，与电容器下电极上的漏电极一体形成;第一绝缘膜插在电容器上电极和电容器下电极之间;薄
膜晶体管阵列基板与漏电极连接，并包括形成在像素区域的反射电极。
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